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ist, und eine erste Seitenoberflache auf, die in einer ersten

Richtung, die die Dickenrichtung schneidet, einer ersten
Seite zugewandt ist. Die AuRRenelektrode ist elektrisch mit
dem Funktionsabschnitt verbunden. Der Verdrahtungsab-
schnitt verbindet den Funktionsabschnitt und die Aullen-
elektrode elektrisch. Die Auflenelektrode weist einen Vor- | ~132
deroberflachen-Abdeckungsabschnitt, der die erste
Vorderoberflache abdeckt, und einen Seitenoberflachen- 7 N
Abdeckungsabschnitt, der die erste Seitenoberflache | 1 12

X
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abdeckt, auf. Der Funktionsabschnitt kann einen Induktorab-
schnitt und einen Kondensatorabschnitt aufweisen.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
eine elektronische Komponente und ein Verfahren
zum Herstellen der elektronischen Komponente.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine elektronische Komponente, die einen
Funktionsabschnitt wie einen Induktor, einen Kon-
densator und einen Transistor aufweist, ist allgemein
bekannt. Beispielsweise offenbart Patentdokument 1
eine LC-Verbundvorrichtung, die einen Induktor und
einen Kondensator als Funktionsabschnitt aufweist.
Die im Patentdokument 1 offenbarte LC-Verbundvor-
richtung weist ferner ein Halbleitersubstrat, eine
Umverteilungsschicht und eine Vielzahl von
Anschlissen auf. Die Umverteilungsschicht ist auf
dem Halbleitersubstrat gebildet. Die Umverteilungs-
schicht ist mit dem Induktor und dem Kondensator
gebildet. Die Anschliisse sind auf der oberen Ober-
flache (der Oberflache auf der dem Halbleitersubst-
rat gegenlberliegenden Seite) der Umverteilungs-
schicht angeordnet. Jeder der Anschlusse ist Uber
einen auf der Umverteilungsschicht gebildeten Zwi-
schenschicht-Verbindungsleiter elektrisch mit dem
Induktor oder dem Kondensator verbunden.

STAND DER TECHNIK
Patentdokument
[0003] Patentdokument 1: JP-A-2017-92292
KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Durch die Erfindung zu lI6sendes Problem

[0004] Wenn eine elektronische Komponente an ein
Befestigungsziel (z. B. einer Leiterplatte einer elekt-
ronischen Vorrichtung) gebondet wird, muss die
elektronische Komponente sachgemal gebondet
werden. Bei unsachgemafem Bonding kann die
elektrische Verbindung zwischen Befestigungsziel
und elektronischer Komponente gestort sein.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung
besteht darin, eine elektronische Komponente bereit-
zustellen, die im Vergleich zu einer herkdmmlichen
Komponente verbessert wurde. Insbesondere im
Hinblick auf die vorgenannten Umstande besteht
eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung darin,
eine elektronische Komponente bereitzustellen, die
sachgemal an ein Befestigungsziel gebondet wer-
den kann. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Offenbarung besteht darin, ein Verfahren zum Her-
stellen einer elektronischen Komponente bereitzu-
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stellen, die sachgemal an ein Befestigungsziel
gebondet werden kann.

Mittel zur Lésung des Problems

[0006] Gemall einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung weist eine elektronische Kompo-
nente auf: einen Funktionsabschnitt; eine erste Iso-
lierschicht mit einer ersten Vorderoberflache, die in
einer Dickenrichtung einer ersten Seite zugewandt
ist, und einer ersten Seitenoberflache, die in einer
ersten Richtung, die die Dickenrichtung schneidet,
einer ersten Seite zugewandt ist; eine AuRenelekt-
rode, die elektrisch mit dem Funktionsabschnitt ver-
bunden ist; und einen Verdrahtungsabschnitt, der
den Funktionsabschnitt und die Aulienelektrode
elektrisch verbindet. Die Aulienelektrode weist
einen Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt, der
die erste Vorderoberflache abdeckt, und einen Sei-
tenoberflachen-Abdeckungsabschnitt, der die erste
Seitenoberflache abdeckt, auf.

[0007] Gemal einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung weist ein Verfahren zum Herstellen
einer elektronischen Komponente auf: einen Funk-
tionsabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden eines
Funktionsabschnitts; einen ersten Isolierschicht-Bil-
dungsschritt zum Bilden einer ersten Isolierschicht,
die eine erste Vorderoberflache, die einer ersten
Seite in einer Dickenrichtung zugewandt ist, und
eine erste Seitenoberflache aufweist, die einer ers-
ten Seite in einer ersten Richtung zugewandt ist, die
die Dickenrichtung schneidet; einen Verdrahtungs-
abschnitt-Bildungsschritt zum Bilden eines Verdrah-
tungsabschnitts; und einen Aulenelektroden-Bil-
dungsschritt zum Bilden einer AulRenelekirode, die
einen Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt, der
die erste Vorderoberflache abdeckt, und einen Sei-
tenoberflachen-Abdeckungsabschnitt, der die erste
Seitenoberflache abdeckt, aufweist. Der Verdrah-
tungsabschnitt weist einen ersten Verdrahtungsab-
schnitt auf, der in der ersten Isolierschicht gebildet
ist. Jeder des Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitts und des ersten Verdrahtungsabschnitts ist
mit dem Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt
verbunden. Der Vorderoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt, der Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt
und der erste Verdrahtungsabschnitt werden
gemeinsam im Verdrahtungsabschnitt-Bildungs-
schritt und im Auf3enelektroden-Bildungsschritt gebil-
det.

Vorteile der Erfindung

[0008] Mit der oben beschriebenen Konfiguration ist
es moglich, eine elektronische Komponente bereit-
zustellen, die sachgemall an ein Befestigungsziel
gebondet werden kann.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
elektronische Komponente gemal einer ersten
Ausflihrungsform zeigt.

Fig. 2 entspricht der perspektivischen Ansicht
von Fig. 1, wobei ein Dichtungsbauteil transpa-
rent dargestellt ist.

Fig. 3 ist eine Draufsicht, die die elektronische
Komponente gemal der ersten Ausfiihrungs-
form zeigt.

Fig. 4 entspricht der Draufsicht von Fig. 3,
wobei das Dichtungsbauteil transparent darge-
stellt ist.

Fig. 5 entspricht der Draufsicht von Fig. 4, von
der das Dichtungsbauteil und die Aul3enelektro-
den weggelassen sind.

Fig. 6 entspricht der Draufsicht von Fig. 5, von
der ein Abschnitt (ein erster Verdrahtungsab-
schnitt) eines Verdrahtungsabschnitts wegge-
lassen ist.

Fig. 7 entspricht der Draufsicht von Fig. 6,
wobei ein Abschnitt (ein Induktorabschnitt) des
Funktionsabschnitts und ein Abschnitt (ein zwei-
ter Verdrahtungsabschnitt) des Verdrahtungs-
abschnitts transparent dargestellt sind.

Fig. 8 ist eine Vorderansicht, die die elektroni-
sche Komponente gemal der ersten Ausflih-
rungsform zeigt.

Fig. 9 ist eine Riickansicht, die die elektronische
Komponente gemal der ersten Ausfiihrungs-
form zeigt.

Fig. 10 ist eine linke Seitenansicht, die die elekt-
ronische Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 11 ist eine rechte Seitenansicht, die die
elektronische Komponente gemafl der ersten
Ausfuhrungsform zeigt.

Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XII-XII von Fig. 4.

Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XII-XIII von Fig. 4.

Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht entlang der
Linie XIV-XIV von Fig. 4.

Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemaf der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.
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Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 18 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 19 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fihrungsform zeigt.

Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemaf der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 21 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 22 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 23 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemal der ersten Aus-
fuhrungsform zeigt.

Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht, die eine
Befestigungsstruktur der elektronischen Kom-
ponente gemal der ersten Ausflhrungsform
zeigt.

Fig. 25 ist eine Querschnittsansicht, die eine
elektronische Komponente gemafl einer zwei-
ten Ausfihrungsform zeigt, und entspricht dem
in Fig. 12 gezeigten Querschnitt.

Fig. 26 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemafR der zweiten
Ausflihrungsform zeigt.

Fig. 27 ist eine Querschnittsansicht, die einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente gemafR der zweiten
Ausfuhrungsform zeigt.

Fig. 28 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
elektronische Komponente gemaf einer dritten
Ausfuhrungsform zeigt.

Fig. 29 ist eine Querschnittsansicht, die eine
elektronische Komponente gemal einer vierten
Ausfuhrungsform zeigt, und entspricht dem in
Fig. 12 gezeigten Querschnitt.

Fig. 30 ist eine Querschnittsansicht, die eine
elektronische Komponente gemaR einer fliinften
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Ausfiuhrungsform zeigt, und entspricht dem in
Fig. 12 gezeigten Querschnitt.

MODUS ZUM AUSFUHREN DER ERFINDUNG

[0009] Im Folgenden werden bevorzugte Ausflih-
rungsformen einer elektronischen Komponente
gemal der vorliegenden Offenbarung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen beschrieben. In der fol-
genden Beschreibung sind gleiche oder ahnliche
Elemente mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen, und redundante Beschreibungen werden weg-
gelassen. Die Begriffe wie ,erster®, ,zweiter* und
.dritter® in der vorliegenden Offenbarung werden
lediglich als Bezeichnungen verwendet und sollen
keine Reihenfolgen fiir die Elemente vorgeben, die
von diesen Begriffen begleitet werden.

[0010] In der vorliegenden Offenbarung schlielRen
die Ausdriicke ,ein Objekt A ist in einem Objekt B
gebildet” und ,ein Objekt A ist auf einem Objekt B
gebildet’, sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A ist direkt in/auf einem Objekt B gebildet”
und ,ein Objekt A ist in/auf einem Objekt B gebildet,
wobei ein weiteres Objekt zwischen dem Objekt A
und dem Objekt B geschaltet ist* ein. In dhnlicher
Weise schliefen die Ausdriicke ,ein Objekt A ist in
einem Objekt B angeordnet* und ,ein Objekt A ist
auf einem Objekt B angeordnet®, sofern nicht anders
angegeben, ,ein Objekt A ist direkt in/auf einem
Objekt B angeordnet® und ,ein Objekt A ist in/auf
einem Objekt B angeordnet, wobei ein weiteres
Objekt zwischen dem Objekt A und dem Objekt B
geschaltet ist* ein. In ahnlicher Weise schlieRt der
Ausdruck ,ein Objekt A befindet sich auf einem
Objekt B, sofern nicht anders angegeben, ,ein
Objekt A befindet sich auf einem Objekt B in Kontakt
mit dem Objekt B“ und ,ein Objekt A befindet sich auf
einem Objekt B, wobei ein weiteres Objekt zwischen
dem Objekt A und dem Objekt B geschaltet ist* ein.
Ferner schliel3t der Ausdruck ,ein Objekt A Giberlappt
sich in einer bestimmten Richtung betrachtet mit
einem Objekt B, sofern nicht anders angegeben,
.ein Objekt A Uberlappt sich mit der Gesamtheit
eines Objekts B und ,ein Objekt A Uberlappt sich
mit einem Abschnitt eines Objekts B“ ein. Ferner
beinhaltet die Formulierung ,ein Objekt A (oder das
Material, aus dem es aufgebaut ist) enthalt ein Mate-
rial C* ,ein Objekt A (oder das Material, aus dem es
aufgebaut ist) ist aus einem Material C hergestellt”
und ,ein Objekt A (oder das Material, aus dem es auf-
gebaut ist) besteht hauptsachlich aus einem Material
c-.

Erste Ausfiihrungsform

[0011] Fig. 1 bis 14 zeigen eine elektronische Kom-
ponente A1 gemal einer ersten Ausfihrungsform.
Die elektronische Komponente A1 weist ein Isolier-
substrat 1, ein Dichtungsbauteil 2, einen Funktions-
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abschnitt 3, eine Vielzahl von Auflenelektroden 4A
bis 4D und einen Verdrahtungsabschnitt 5 auf.

[0012] Zur Vereinfachung der Beschreibung wird die
Dickenrichtung der elektronischen Komponente A1
als ,Dickenrichtung z“ bezeichnet. In der nachfolgen-
den Beschreibung kann eine Seite in Dickenrichtung
z als ,obere Seite” und die andere Seite als ,untere
Seite” bezeichnet werden. Es sei klargestellt, dass
die Begriffe wie ,obere/r/s®, ,untere/r/s“, ,nach
oben*, ,nach unten®, ,obere Oberflache“ und ,untere
Oberflache® verwendet werden, um die relativen
Positionen von Elementen oder dergleichen in
Dickenrichtung z anzugeben, und nicht notwendiger-
weise die Beziehung in Bezug auf die Schwerkraft-
richtung definieren. Auflerdem bezieht sich ,Drauf-
sicht auf die Ansicht, die in Dickenrichtung z zu
sehen ist. Eine Richtung, die die Dickenrichtung z
schneidet, wird als ,erste Richtung x* bezeichnet. In
der vorliegenden Offenbarung ist die erste Richtung
x senkrecht zur Dickenrichtung z. Die erste Richtung
x ist die horizontale Richtung in der Draufsicht (siehe
Fig. 2 bis 7) der elektronischen Komponente A1. Die
Richtung, die die Dickenrichtung z und die erste
Richtung x schneidet, wird als ,zweite Richtung y*
bezeichnet. In der vorliegenden Offenbarung ist die
zweite Richtung y senkrecht zur Dickenrichtung z
und zur ersten Richtung x. Die zweite Richtung y ist
die vertikale Richtung in der Draufsicht (siehe Fig. 2
bis 7) der elektronischen Komponente A1.

[0013] Das Isoliersubstrat 1 tragt das Dichtungsbau-
teil 2 und den Funktionsabschnitt 3. Das Isoliersubst-
rat 1 ist beispielsweise ein Halbleitersubstrat. Das
Material, aus dem das Halbleitersubstrat aufgebaut
ist, enthalt beispielsweise Silizium (Si). Das Isolier-
substrat 1 kann ein Glassubstrat oder ein Keramik-
substrat anstelle eines Halbleitersubstrats sein.

[0014] Das Isoliersubstrat 1 weist eine Substratvor-
deroberflache 11, eine Substratriickoberflache 12
und eine Vielzahl von Substratseitenoberflachen
131 bis 134 auf. Wie in Fig. 8 bis 14 gezeigt, sind
die Substratvorderoberflache 11 und die Substrat-
rickoberflache 12 in der Dickenrichtung z voneinan-
der beabstandet. Die Substratvorderoberflaiche 11
weist in Dickenrichtung z nach oben, und die Sub-
stratriickoberflache 12 weist in Dickenrichtung z
nach unten. Die Substratseitenoberflachen 131 bis
134 liegen in Dickenrichtung z zwischen der Sub-
stratvorderoberflache 11 und der Substratriickober-
flache 12. Wie in den Fig. 3 bis 9 und 12 gezeigt,
sind die beiden Substratseitenoberflachen 131 und
132 in der ersten Richtung x voneinander beabstan-
det und in der ersten Richtung x voneinander abge-
wandt. Wie in den Fig. 3 bis 7, 10, 11, 13 und 14
gezeigt, sind die beiden Substratseitenoberflachen
133 und 134 in der zweiten Richtung y voneinander
beabstandet und in der zweiten Richtung y voneinan-
der abgewandt.
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[0015] Das Dichtungsbauteil 2 ist auf der Substrat-
vorderoberflache 11 des Isoliersubstrats 1 angeord-
net. Das Dichtungsbauteil 2 deckt den Funktionsab-
schnitt 3 ab. Wie in Fig. 1, 2 und 8 bis 14 gezeigt,
weist das Dichtungsbauteil 2 eine erste Isolierschicht
21, eine zweite Isolierschicht 22 und eine dritte Iso-
lierschicht 23 auf.

[0016] Die erste Isolierschicht 21, die zweite Isolier-
schicht 22 und die dritte Isolierschicht 23 sind in
Dickenrichtung z gestapelt. Das Material jeder der
ersten lIsolierschicht 21, der zweiten Isolierschicht
22 und der dritten Isolierschicht 23 weist beispiels-
weise ein lichtempfindliches Harz auf. Jede der ers-
ten lIsolierschicht 21, der zweiten Isolierschicht 22
und der dritten Isolierschicht 23 kann aus einem Tro-
ckenfilmresist gebildet sein.

[0017] Die erste Isolierschicht 21 ist auf der zweiten
Isolierschicht 22 in der Dickenrichtung z gebildet.
Wie in den Fig. 8 bis 14 gezeigt, weist die erste Iso-
lierschicht 21 eine erste Vorderoberflache 211, eine
erste Rickoberflache 212 und eine Vielzahl von ers-
ten Seitenoberflachen 213 bis 216 auf. Die erste Vor-
deroberflache 211 und die erste Riickoberflache 212
sind in der Dickenrichtung z voneinander beabstan-
det. Die erste Vorderoberflache 211 weist in Dicken-
richtung z nach oben, und die erste Riickoberflache
212 weist in Dickenrichtung z nach unten. Die ersten
Seitenoberflachen 213 bis 216 werden in Dickenrich-
tung z von der ersten Vorderoberflache 211 und der
ersten Rickoberflache 212 flankiert. Das Paar erster
Seitenoberflachen 213 und 214 ist in der ersten Rich-
tung x voneinander beabstandet und in der ersten
Richtung x voneinander abgewandt. Das Paar erster
Seitenoberflachen 215 und 216 ist in der zweiten
Richtung y voneinander beabstandet und in der zwei-
ten Richtung y voneinander abgewandt.

[0018] Die zweite Isolierschicht 22 ist in Dickenrich-
tung z auf der dritten Isolierschicht 23 gebildet. Wie in
den Fig. 8 bis 14 gezeigt, weist die zweite Isolier-
schicht 22 eine zweite Vorderoberflache 221, eine
zweite Ruckoberflache 222 und eine Vielzahl von
zweiten Seitenoberflachen 223 bis 226 auf. Die
zweite Vorderoberflache 221 und die zweite Rick-
oberflache 222 sind in der Dickenrichtung z vonei-
nander beabstandet. Die zweite Vorderoberflache
221 weist in Dickenrichtung z nach oben, und die
zweite Ruckoberflache 222 weist in Dickenrichtung
z nach unten. Die zweite Vorderoberflache 221
steht mit der ersten Riickoberflache 212 in Kontakt.
Die erste Isolierschicht 21 ist auf der zweiten Vorder-
oberflache 221 gestapelt. Die zweiten Seitenoberfla-
chen 223 bis 226 werden in Dickenrichtung z von der
zweiten Vorderoberflache 221 und der zweiten Rlick-
oberflache 222 flankiert. Das Paar zweiter Seiten-
oberflachen 223 und 224 ist in der ersten Richtung
X voneinander beabstandet und in der ersten Rich-
tung x voneinander abgewandt. Das Paar zweiter
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Seitenoberflachen 225 und 226 ist in der zweiten
Richtung y voneinander beabstandet und in der zwei-
ten Richtung y voneinander abgewandt. Die zweiten
Seitenoberflachen 223 bis 226 sind jeweils bundig
mit den ersten Seitenoberflaichen 213 bis 216.

[0019] Die dritte Isolierschicht 23 ist auf der Sub-
stratvorderoberflache 11 gestapelt. Wie in den
Fig. 8 bis 14 gezeigt, weist die dritte Isolierschicht
23 eine dritte Vorderoberflache 231, eine dritte Riick-
oberflache 232 und eine Vielzahl von dritten Seiten-
oberflachen 233 bis 236 auf. Die dritte Vorderober-
flache 231 und die dritte Ruckoberflache 232 sind in
der Dickenrichtung z voneinander beabstandet. Die
dritte Vorderoberflache 231 weist in Dickenrichtung z
nach oben, und die dritte Rickoberflache 232 weist
in Dickenrichtung z nach unten. Die dritte Vorder-
oberflache 231 steht mit der zweiten Ruckoberflache
222 in Kontakt. Die zweite Isolierschicht 22 ist auf der
dritten Vorderoberflache 231 gestapelt ist. Die dritten
Seitenoberflachen 233 bis 236 werden in Dickenrich-
tung z von der dritten Vorderoberflache 231 und der
dritten Riuckoberflache 232 flankiert. Das Paar dritter
Seitenoberflachen 233 und 234 ist in der ersten Rich-
tung x voneinander beabstandet und in der ersten
Richtung x voneinander abgewandt. Das Paar dritter
Seitenoberflachen 235 und 236 ist in der zweiten
Richtung y voneinander beabstandet und in der zwei-
ten Richtung y voneinander abgewandt. Wie in Fig. 8
bis 14 gezeigt, sind die dritten Seitenoberflachen 233
bis 236 jeweils blindig mit den Substratseitenoberfla-
chen 131 bis 134. In der Draufsicht liegen die dritten
Seitenoberflachen 233 bis 236 aulerhalb der jewei-
ligen zweiten Seitenoberflachen 223 bis 226. Somit
ragt die dritte Isolierschicht 23 in der Draufsicht nach
beiden Seiten in der ersten Richtung x und nach bei-
den Seiten in der zweiten Richtung y aus der ersten
Isolierschicht 21 und der zweiten Isolierschicht 22
hervor. Im Gegensatz zu dieser Konfiguration kon-
nen die dritten Seitenoberflachen 233 bis 236 jeweils
bindig mit den zweiten Seitenoberflachen 223 bis
226 sein.

[0020] Der Funktionsabschnitt 3 ist der Kern der
elektrischen Funktionen in der elektronischen Kom-
ponente A1. Der Funktionsabschnitt 3 weist einen
Induktorabschnitt 31 und einen Kondensatorab-
schnitt 32 auf. Der Induktorabschnitt 31 und der Kon-
densatorabschnitt 32 sind elektrisch verbunden, um
beispielsweise einen LC-Filter zu bilden. Der LC-Fil-
ter kann ein Tiefpassfilter, ein Hochpassfilter oder ein
Bandpassfilter (Bandsperrfilter) sein. Der Funktions-
abschnitt 3 ist nicht auf den mit dem Induktorab-
schnitt 31 und dem Kondensatorabschnitt 32 konfi-
gurierte  LC-Filter beschrankt. Beispielsweise
konnen der Induktorabschnitt 31 und der Kondensa-
torabschnitt 32 eine als ,Balun“ bezeichnete sym-
metrisch-unsymmetrische Umwandlungsschaltung
bilden. Darlber hinaus sind der Induktorabschnitt
31 und der Kondensatorabschnitt 32 in der elektron-
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ischen Komponente A1 mdglicherweise nicht elekt-
risch miteinander verbunden.

[0021] Der Induktorabschnitt 31 ist in der zweiten
Isolierschicht 22 gebildet. Der Induktorabschnitt 31
weist zwei Wicklungsabschnitte 311 und 312 auf.
Es ist zu beachten, dass der Induktorabschnitt 31
nicht auf das Beispiel beschrankt ist, in dem er die
beiden Wicklungsabschnitte 311 und 312 aufweist,
und einen einzigen Wicklungsabschnitt oder drei
oder mehr Wicklungsabschnitte aufweisen kann.
Das Material, aus dem die Wicklungsabschnitte 311
und 312 aufgebaut sind, enthalt ein leitfahiges Mate-
rial. Das leitfahige Material kann Kupfer oder eine
Kupferlegierung sein, ist aber nicht darauf
beschrankt. Der Strom, der durch jeden der Wick-
lungsabschnitte 311 und 312 fliel3t, stellt Induktivitat
bereit. Jeder der beiden Wicklungsabschnitte 311
und 312 ist planar in die zweite Isolierschicht 22
gewickelt. Die Anzahl der Windungen jedes der bei-
den Wicklungsabschnitte 311 und 312 ist nicht auf
das veranschaulichte Beispiel beschrankt. Die bei-
den Wicklungsabschnitte 311 und 312 sind in der ers-
ten Richtung x ausgerichtet und Uber den Verdrah-
tungsabschnitt 5 elektrisch miteinander verbunden.
Der Induktorabschnitt 31 muss nicht unbedingt in
der zweiten Isolierschicht 22 gebildet sein, sondern
kann auch Uber zwei in Dickenrichtung z nebenei-
nander liegenden Isolierschichten aus der ersten Iso-
lierschicht 21, der zweiten Isolierschicht 22 und der
dritten Isolierschicht 23 gebildet sein.

[0022] Der Kondensatorabschnitt 32 ist zwischen
dem Isoliersubstrat 1 und der dritten Isolierschicht
23 gebildet und wird von diesen in der Dickenrich-
tung z flankiert. Der Kondensatorabschnitt 32 weist
beispielsweise eine Metall-Isolator-Metall-Struktur
(MIM) auf. Im Kondensatorabschnitt 32 gemafd der
vorliegenden Ausfiihrungsform sind eine Metall-
schicht, ein Isolator und eine Metallschicht in dieser
Reihenfolge in Dickenrichtung z gestapelt, und durch
die Form (Anordnungsstruktur) der beiden Metall-
schichten wird mindestens ein Kondensator gebildet.
Dadurch entsteht Kapazitat. In dem in Fig. 7 gezeig-
ten Beispiel hat der Kondensatorabschnitt 32 in der
Draufsicht eine rechteckige Form. Der Kondensator-
abschnitt 32 kann jedoch in eine Vielzahl von Berei-
chen unterteilt sein. Die Konfiguration des Konden-
satorabschnitts 32 kann entsprechend dem Typ des
gewtnschten Filters auf geeignete Weise geandert
werden.

[0023] Die AuRenelektroden 4A bis 4D sind elekt-
risch mit dem Funktionsabschnitt 3 (dem Induktorab-
schnitt 31 und dem Kondensatorabschnitt 32 oder
einem davon) verbunden. Die AuBenelektrode 4A
ist elektrisch mit einem der beiden Wicklungsab-
schnitte 311 im Induktorabschnitt 31 verbunden. Die
Auflenelektrode 4B ist elektrisch mit einem der bei-
den Wicklungsabschnitte 311 im Induktorabschnitt
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31 verbunden. Jede der Aullenelektroden 4A und
4B ist elektrisch mit dem Kondensatorabschnitt 32
verbunden. Jede der beiden Aulienelektroden 4C
und 4D ist elektrisch mit dem Kondensatorabschnitt
32 verbunden. Das Material, aus dem jede der
AuRenelektroden 4A bis 4D aufgebaut ist, enthalt
ein leitfahiges Material. Das leitfahige Material kann
Kupfer oder eine Kupferlegierung sein, ist aber nicht
darauf beschrankt.

[0024] Wie in den Fig. 3 und 12 bis 14 gezeigt, weist
jede der AuRenelektroden 4A bis 4D einen Vorder-
oberflachen-Abdeckungsabschnitt 41 und einen Sei-
tenoberflachen-Abdeckungsabschnitt 42 auf. Sofern
nicht anderweitig angegeben, gilt die folgende
Beschreibung eines  Vorderoberflachen-Abde-
ckungsabschnitts 41 und eines Seitenoberflachen-
Abdeckungsabschnitts 42 fir jede der AuRenelektro-
den 4A bis 4D.

[0025] Ein Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt
41 ist auf der ersten Vorderoberflache 211 gebildet
und deckt einen Abschnitt der ersten Vorderoberfla-
che 211 ab. Ein Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 42 erstreckt sich von dem Vorderoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt 41 zur Unterseite in der
Dickenrichtung z. Der Seitenoberflachen-Abde-
ckungsabschnitt 42 der AulRenelektrode 4A erstreckt
sich von der ersten Seitenoberflache 213 zur zweiten
Seitenoberflache 223 und deckt einen Abschnitt der
ersten Seitenoberflache 213 und einen Abschnitt der
zweiten Seitenoberflache 223 ab. Der Seitenoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt 42 der Aufienelekirode
4B erstreckt sich von der ersten Seitenoberflache
214 zur zweiten Seitenoberflache 224 und deckt
einen Abschnitt der ersten Seitenoberflache 214
und einen Abschnitt der zweiten Seitenoberflache
224 ab. Der Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 42 der AuRenelektrode 4C erstreckt sich von
der ersten Seitenoberflache 215 zur zweiten Seiten-
oberflache 225 und deckt einen Abschnitt der ersten
Seitenoberflache 215 und einen Abschnitt der zwei-
ten Seitenoberflache 225 ab. Der Seitenoberflachen-
Abdeckungsabschnitt 42 der Aullenelektrode 4D
erstreckt sich von der ersten Seitenoberflache 216
zur zweiten Seitenoberflache 226 und deckt einen
Abschnitt der ersten Seitenoberflache 216 und
einen Abschnitt der zweiten Seitenoberflache 226
ab.

[0026] Bei jeder der Aufienelektroden 4A bis 4D
sind beide oder eine der Oberflachen (freiliegende
Oberflache) des Vorderoberflachen-Abdeckungsab-
schnitts 41 und der Oberflache (freiliegende Oberfla-
che) des Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitts
42 plattiert. Die Beschichtung kann eine Mehr-
schichtstruktur aufweisen, bei der eine Nickelschicht,
eine Palladiumschicht und eine Goldschicht in dieser
Reihenfolge gestapelt sind oder bei der eine Nickel-
schicht und eine Goldschicht in dieser Reihenfolge
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gestapelt sind (von der Oberflache jedes des Vorder-
oberflachen-Abdeckungsabschnitts 41 und des Sei-
tenoberflachen-Abdeckungsabschnitts 42  aus).
Alternativ kann die Plattierung eine einschichtige
Struktur mit beispielsweise einer Nickelschicht oder
einer Goldschicht aufweisen. Es ist moglich, auf die
Plattierungsbehandlung zu verzichten.

[0027] Der Verdrahtungsabschnitt 5 verbindet den
Funktionsabschnitt 3 und die AuRBenelektroden 4A
bis 4D elektrisch. Das Material, aus dem der Ver-
drahtungsabschnitt 5 aufgebaut ist, enthalt ein leitfa-
higes Material. Das leitfahige Material kann Kupfer
oder eine Kupferlegierung sein, ist aber nicht darauf
beschrankt. Der Verdrahtungsabschnitt 5 weist einen
ersten Verdrahtungsabschnitt 51, einen zweiten Ver-
drahtungsabschnitt 52 und einen dritten Verdrah-
tungsabschnitt 53 auf.

[0028] Der erste Verdrahtungsabschnitt 51 durch-
dringt die erste Isolierschicht 21 in der Dickenrich-
tung z und ist mit der ersten Isolierschicht 21 abge-
deckt. Der zweite Verdrahtungsabschnitt 52
durchdringt die zweite Isolierschicht 22 in der Dicken-
richtung z und ist mit der zweiten Isolierschicht 22
abgedeckt. Der dritte Verdrahtungsabschnitt 53
durchdringt die dritte Isolierschicht 23 in der Dicken-
richtung z und ist mit der dritten Isolierschicht 23
abgedeckt. In dem in Fig. 12 gezeigten Beispiel neh-
men die Abschnitte, an denen sich der erste Verdrah-
tungsabschnitt 51, der zweite Verdrahtungsabschnitt
52 und der dritte Verdrahtungsabschnitt 53 in der
Draufsicht iberlappen, in der Reihenfolge des ersten
Verdrahtungsabschnitts 51, des zweiten Verdrah-
tungsabschnitts 52 und des dritten Verdrahtungsab-
schnitts 53 an GroRRe ab. Somit kann der Kontakt zwi-
schen dem ersten Verdrahtungsabschnitt 51 und
dem zweiten Verdrahtungsabschnitt 52 und der Kon-
takt zwischen dem zweiten Verdrahtungsabschnitt
52 und dem dritten Verdrahtungsabschnitt 53 zuver-
I&ssiger sein, selbst wenn bei der Herstellung des
ersten Verdrahtungsabschnitts 51, des zweiten Ver-
drahtungsabschnitts 52 und des dritten Verdrah-
tungsabschnitts 53 ein Anordnungsfehler auftritt.
Alternativ kénnen die Abschnitte, an denen der
erste Verdrahtungsabschnitt 51, der zweite Verdrah-
tungsabschnitt 52 und der dritte Verdrahtungsab-
schnitt 53 einander in der Draufsicht Uberlappen,
die gleiche Grofie aufweisen oder in der Reihenfolge
des dritten Verdrahtungsabschnitts 53, des zweiten
Verdrahtungsabschnitts 52 und des ersten Verdrah-
tungsabschnitts 51 an GréRe abnehmen.

[0029] Im veranschaulichten Beispiel ist jede der
AulRenelektroden 4A bis 4D wie folgt elektrisch mit
dem Funktionsabschnitt 3 (mit beiden oder einem
des Induktorabschnitts 31 und des Kondensatorab-
schnitts 32) verbunden. Wie in den Fig. 4 bis 7 und
12 gezeigt, ist die AuRenelektrode 4A (iber den ers-
ten Verdrahtungsabschnitt 51 und den zweiten Ver-
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drahtungsabschnitt 52 elektrisch mit dem Wicklungs-
abschnitt 311 (dem Induktorabschnitt 31) verbunden
und ist Gber den ersten Verdrahtungsabschnitt 51,
den zweiten Verdrahtungsabschnitt 52 und den drit-
ten Verdrahtungsabschnitt 53 elektrisch mit dem
Kondensatorabschnitt 32 verbunden. Wie in den
Fig. 4 bis 7 und 12 gezeigt, ist die AuRRenelektrode
4B Uber den ersten Verdrahtungsabschnitt 51 und
den zweiten Verdrahtungsabschnitt 52 elektrisch mit
dem Wicklungsabschnitt 312 (dem Induktorabschnitt
31) verbunden und ist Gber den ersten Verdrahtungs-
abschnitt 51, den zweiten Verdrahtungsabschnitt 52
und den dritten Verdrahtungsabschnitt 53 elektrisch
mit dem Kondensatorabschnitt 32 verbunden. Wie in
Fig. 6 gezeigt, sind die beiden Wicklungsabschnitte
311 und 312 Uber den zweiten Verdrahtungsab-
schnitt 52 elektrisch miteinander verbunden. Wie in
Fig. 13 gezeigt, ist die AuRRenelektrode 4C Uber den
ersten Verdrahtungsabschnitt 51, den zweiten Ver-
drahtungsabschnitt 52 und den dritten Verdrahtungs-
abschnitt 53 elektrisch mit dem Kondensatorab-
schnitt 32 verbunden. Wie in Fig. 14 gezeigt, ist die
Aulenelektrode 4D Uber den ersten Verdrahtungs-
abschnitt 51, den zweiten Verdrahtungsabschnitt 52
und den dritten Verdrahtungsabschnitt 53 elektrisch
mit dem Kondensatorabschnitt 32 verbunden.

[0030] Als Nachstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 15 bis 23 ein Verfahren zum Herstellen der elekt-
ronischen Komponente A1 beschrieben. Fig. 15 bis
23 sind Querschnittsansichten, die jeweils einen
Schritt des Verfahrens zum Herstellen der elektron-
ischen Komponente A1 zeigen, und entsprechen
dem Querschnitt der elektronischen Komponente
A1in Fig. 12. Beispielsweise weist das Herstellungs-
verfahren der elektronischen Komponente A1 einen
Schritt zur Substratherstellung, einen Schritt zur Bil-
dung eines Kondensatorabschnitts, einen Schritt zur
Bildung einer primaren Isolierschicht, einen Schritt
zur Bildung eines primaren Verdrahtungsabschnitts,
einen Schritt zur Bildung einer sekundaren Isolier-
schicht, einen Schritt zur Bildung eines sekundaren
Verdrahtungsabschnitts, einen Schritt zur Bildung
einer tertidren lIsolierschicht, einen Schritt zur Bil-
dung des Resists, einen Schritt zur Bildung eines ter-
tiaren Verdrahtungsabschnitts, einen Schritt zur Bil-
dung einer AuRenelektrode und einen Zerteilschritt
auf.

[0031] Schritt zur Substratherstellung und Schritt
zur Bildung des Kondensatorabschnitts:

Zunachst wird, wie in Fig. 15 gezeigt, ein Isolier-
substrat 1 hergestellt, und ein Kondensatorab-
schnitt 32 eines Funktionsabschnitts 3 wird auf
dem lIsoliersubstrat 1 gebildet. Bei dem herzus-
tellenden Isoliersubstrat 1 handelt es sich bei-
spielsweise um ein Halbleitersubstrat. In der
vorliegenden Ausfihrungsform ist das Halblei-
tersubstrat ein Si-Wafer. Es ist zu beachten,
dass das herzustellende Isoliersubstrat 1 statt
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eines Halbleitersubstrats auch ein Glassubstrat
oder ein Keramiksubstrat sein kann. Der zu bil-
dende Kondensatorabschnitt 32 weist beispiels-
weise eine MIM-Struktur auf.

[0032] Schritt zur Bildung der primaren Isolier-
schicht:

Als Nachstes wird, wie in Fig. 16 gezeigt, eine
dritte Isolierschicht 23 gebildet. Der Schritt zur
Bildung der priméaren Isolierschicht ist ein Schritt
zur Bildung der dritten Isolierschicht, in dem die
dritte Isolierschicht 23 gebildet wird. In diesem
Schritt wird zundchst ein Trockenfilmresist auf
der Oberflache (einer Substratvorderoberflache
11) des Isoliersubstrats 1 angebracht, auf dem
der Kondensatorabschnitt 32 gebildet wird. Der
Trockenfilmresist enthalt als lichtempfindliches
Harz ein Epoxidharz. Der Trockenfilmresist
wird dann durch Belichtung und Entwicklung
strukturiert. Als Ergebnis wird eine dritte Isolier-
schicht 23 mit einer Struktur 83 gebildet, wie in
Fig. 16 gezeigt. Die so gebildete Struktur 83
durchdringt die dritte Isolierschicht 23 in Dicken-

Als Nachstes wird, wie in Fig. 18 gezeigt, eine
zweite Isolierschicht 22 gebildet. Der Schritt zur
Bildung der sekundaren Isolierschicht ist ein
Schritt zur Bildung der zweiten Isolierschicht, in
dem die zweite Isolierschicht 22 gebildet wird. In
diesem Schritt wird zunachst ein Trockenfilmre-
sist auf der dritten Isolierschicht 23 angebracht.
Der Trockenfilmresist enthalt als lichtempfindli-
ches Harz ein Epoxidharz, wie es auch beim
Schritt zur Bildung der primaren lIsolierschicht
verwendet wird. Der Trockenfilmresist wird
dann durch Belichten und Entwickeln struktu-
riert. Als Ergebnis wird eine zweite Isolierschicht
22 mit den Strukturen 821 und 822 gebildet, wie
in Fig. 18 gezeigt. Die so gebildeten Strukturen
821 und 822 durchdringen die zweite Isolier-
schicht 22 in der Dickenrichtung z. Die Struktur
821 entspricht dem Bereich, in dem ein Induk-
torabschnitt 31 (zwei Wicklungsabschnitte 311
und 312) angeordnet ist, und die Struktur 822
entspricht dem Bereich, in dem ein zweiter Ver-
drahtungsabschnitt 52 angeordnet ist.

[0035] Schritt zur Bildung des sekundaren Verdrah-
tungsabschnitts und Schritt zur Bildung des Indukto-
rabschnitts:

richtung z. Die Struktur 83 entspricht dem
Bereich, in dem ein dritter Verdrahtungsab-

schnitt 53 angeordnet ist.

[0033] Schritt zur Bildung des primaren Verdrah-
tungsabschnitts:

Als Nachstes wird, wie in Fig. 17 gezeigt, ein
dritter Verdrahtungsabschnitt 53 gebildet. Der
Schritt zur Bildung des primaren Verdrahtungs-
abschnitts ist ein Schritt zur Bildung eines dritten
Verdrahtungsabschnitts, in dem der dritte Ver-
drahtungsabschnitt 53 gebildet wird. In diesem
Schritt wird die im Schritt zur Bildung der prima-
ren Isolierschicht gebildete Struktur 83 mit einer
Kupferbeschichtung gefillt. Beim Schritt des
Fillens mit einer Kupferplattierung wird bei-
spielsweise durch Sputtern und/oder Aufdamp-
fen eine Keimschicht auf der oberen Oberflache
der dritten Isolierschicht 23 gebildet, in der die
Struktur 83 gebildet ist, und dann wird eine
Maske mit einer vorgegebenen Struktur gebil-
det. AnschlieBend wird durch elektrolytisches
Abscheiden der Keimschicht eine Kupferplattie-
rung gebildet. Die Keimschicht weist eine lami-
nierte Struktur auf, die beispielsweise eine
Titanschicht und eine Kupferschicht aufweist.
Nach der galvanischen Abscheidung werden
die Maske und die nicht mehr benétigte Keim-
schicht entfernt. Das Verfahren zum Fullen mit
einer Kupferplattierung ist nicht auf das oben
beschriebene beschrankt. Der dritte Verdrah-
tungsabschnitt 53 wird durch den oben
beschriebenen Bildungsschritt gebildet.

Als Nachstes werden, wie in Fig. 19 gezeigt, ein
Induktorabschnitt 31 und ein zweiter Verdrah-
tungsabschnitt 52 gebildet. Der sekundare Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt ist ein zwei-
ter Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt, in
dem der zweite Verdrahtungsabschnitt 52 gebil-
det wird. In diesem Schritt werden die im Schritt
zur Bildung der sekundaren Isolierschicht gebil-
deten Strukturen 821 und 822 mit einer Kupfer-
plattierung gefiillt. Die Kupferplattierung, die die
Struktur 821 flllt, bildet den Induktorabschnitt 31
(die beiden Wicklungsabschnitte 311 und 312),
und die Kupferbeschichtung, die die Struktur
822 fullt, bildet den zweiten Verdrahtungsab-
schnitt 52. Das Fillen mit Kupferplattierung
wird auf die gleiche Weise durchgefihrt wie
beim Schritt zur Bildung des priméaren Verdrah-
tungsabschnitts, der die Bildung einer Keim-
schicht und eine elektrolytische Plattierung auf-
weist. Das Verfahren zum Fillen mit
Kupferplattierung im Schritt zur Bildung des
sekundaren Verdrahtungsabschnitts und im
Schritt zur Bildung des Induktorabschnitts ist
nicht hierauf beschrankt. Wie oben beschrie-
ben, werden der zweite Verdrahtungsabschnitt
52 und der Induktorabschnitt 31 (die beiden
Wicklungsabschnitte 311 und 312) in der vorlie-
genden Ausfuhrungsform gemeinsam gebildet.
Es ist moglich, den Schritt zur Bildung des pri-
maren Verdrahtungsabschnitts, den Schritt zur
Bildung des sekundaren Verdrahtungsab-
schnitts und den Schritt zur Bildung des Induk-

[0034] Schritt zur Bildung der sekundaren Isolier-

. torabschnitts geblindelt auszufiihren.
schicht:
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[0036] Schritt zur Bildung der tertidren
schicht:

Isolier-

Als Néachstes wird, wie in Fig. 20 gezeigt, eine
erste Isolierschicht 21 gebildet. Der Schritt zur
Bildung der tertidren Isolierschicht ist ein Schritt
zur Bildung der ersten Isolierschicht, in dem die
erste Isolierschicht 21 gebildet wird. In diesem
Schritt wird zunachst ein Trockenfilmresist auf
der zweiten Isolierschicht 22 angebracht. Der
Trockenfilmresist enthalt als lichtempfindliches
Harz ein Epoxidharz, wie es auch beim Schritt
zur Bildung der primdren und der sekundéren
Isolierschicht verwendet wird. Der Trockenfilm-
resist wird dann durch Belichten und Entwickeln
strukturiert. Als Ergebnis wird eine erste Isolier-
schicht 21 mit einer Struktur 81 gebildet, wie in
Fig. 20 gezeigt. Die so gebildete Struktur 81
durchdringt die erste Isolierschicht 21 in Dicken-
richtung z. Die Struktur 81 entspricht dem
Bereich, in dem ein erster Verdrahtungsab-
schnitt 51 angeordnet ist.

[0037] Schritt zur Resistbildung:

Als Nachstes wird ein Resist 89 gebildet, wie in
Fig. 21 gezeigt. Der Resist 89 kann durch Foto-
lithografie gebildet werden. Ein Teil jeder End-
oberflache (jede Endoberflache parallel zur
Dickenrichtung z) der ersten Isolierschicht 21
und der zweiten Isolierschicht 22 und ein Teil
der oberen Oberflache (die in Dickenrichtung z
nach oben weisende Oberflache) der ersten Iso-
lierschicht 21 sind vom Resist 89 freigelegt.

[0038] Schritt zur Bildung des tertidren Verdrah-
tungsabschnitts und Schritt zur Bildung der AuRene-
lektrode:

Als Nachstes werden, wie in Fig. 22 und 23
gezeigt, ein erster Verdrahtungsabschnitt 51
und eine Vielzahl von Aullenelektroden 4A bis
4D gebildet. Der Schritt zur Bildung des tertidren
Verdrahtungsabschnitts ist ein Schritt zur Bil-
dung des ersten Verdrahtungsabschnitts, in
dem der erste Verdrahtungsabschnitt 51 gebil-
det wird. In diesem Schritt werden, wie in
Fig. 22 gezeigt, die im Schritt zur Bildung der
tertidren Isolierschicht gebildete Struktur 81
und die vom Resist 89 freiliegenden Abschnitte
mit einer Kupferplattierung geflllt. Der erste Ver-
drahtungsabschnitt 51 wird durch die durch die
Struktur 81 geformte Kupferplattierung gebildet,
und die AuRRenelektroden 4A bis 4D werden in
den vom Resist 89 freiliegenden Abschnitten
gebildet. Das Fillen mit Kupferplattierung wird
auf die gleiche Weise durchgefihrt wie beim
Schritt zur Bildung des primaren Verdrahtungs-
abschnitts, der die Bildung einer Keimschicht
und eine elektrolytische Plattierung aufweist.
Das Verfahren zum Fillen mit einer Kupferplat-
tierung im Schritt zum Bilden des tertidren Ver-
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drahtungsabschnitts und im Schritt zum Bilden
der AuBenelektrode ist nicht hierauf beschrankt.
Wie oben beschrieben, werden der erste Ver-
drahtungsabschnitt 51 und die AulRenelektroden
4A bis 4D in der vorliegenden Ausfuhrungsform
gemeinsam gebildet. Danach wird der Resist 89
entfernt, wie in Fig. 23 gezeigt. Nachdem der
Resist 89 entfernt wurde, kédnnen die freiliegen-
den Oberflachen jeder der Aulienelektroden 4A
bis 4D durch stromloses Plattieren plattiert wer-
den.

[0039] Zerteilschritt:

Als Nachstes werden, wie in Fig. 23 gezeigt,
das Isoliersubstrat 1 usw. entlang der Schnittli-
nien CL geschnitten. Das Schneidverfahren
unterliegt keinen besonderen Einschrankungen,
kann aber Blade-Dicing oder Laser-Dicing sein.
Mit diesem Schritt wird das Isoliersubstrat 1 in
einzelne Sticke zerteilt. Durch die oben
genannten Schritte wird die elektronische Kom-
ponente A1 hergestellt, wie es in Fig. 1 bis 14
gezeigt ist.

[0040] Als Nachstes wird eine Befestigungsstruktur
der elektronischen Komponente A1 unter Bezug-
nahme auf Fig. 24 beschrieben. Fig. 24 zeigt den
Zustand, in dem die elektronische Komponente A1
auf einer Leiterplatte 90 montiert ist, die ein Befesti-
gungsziel zeigt. Wie in Fig. 24 gezeigt, weist das
elektronische Komponente A1 in Dickenrichtung z
die entgegengesetzte Ausrichtung zu der in den
Fig. 1 bis 14 gezeigten auf und ist in diesem Zustand
mit der Leiterplatte 90 verbunden. Dementsprechend
ist der Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt 41
jeder der Aulienelektroden 4A bis 4D der Leiterplatte
90 zugewandt. Jede der AuRenelektroden 4A bis 4D
ist Uber ein leitfahiges Bondingmaterial 91 an die Lei-
terplatte 90 gebondet. Das leitfahige Bondingmate-
rial 91 ist beispielsweise Lotmittel. Wie in Fig. 24
gezeigt, haftet das leitfahige Bondingmaterial 91
nicht nur an dem Vorderoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 41 der AuRenelektrode 4A, sondern auch an
dem Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt 42. In
ahnlicher Weise haftet bei jeder der Auflenelektro-
den 4B bis 4D das leitfahige Bondingmaterial 91
sowohl an dem Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 42 als auch an dem Vorderoberflachen-Abde-
ckungsabschnitt 41.

[0041] Im Folgenden werden die Vorteile der elekt-
ronischen Komponente A1 und das Verfahren zum
Herstellen der elektronischen Komponente A1
beschrieben.

[0042] Die elektronische Komponente A1 weist die
AuBenelektrode 4A (4B bis 4D) auf, die elektrisch
mit dem Funktionsabschnitt 3 verbunden ist. Die
AuBenelektrode 4A (4B bis 4D) weist den Vorder-
oberflachen-Abdeckungsabschnitt 41, der die erste
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Vorderoberflache 211 abdeckt, und den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42, der die erste Sei-
tenoberflache 213 (214 bis 216) abdeckt, auf. In der
Konfiguration, in der die AuRenelektrode 4A (4B bis
4D) den Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt 42
aufweist, haftet das leitfahige Bondingmaterial 91
auch an dem Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 42, wie in Fig. 24 gezeigt. Somit vergréRert
sich die Bondingflache des leitfahigen Bondingmate-
rials 91 in Bezug auf die Auflenelektrode 4A (4B bis
4D) im Vergleich zu der Konfiguration, bei der die
AuBenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht aufweist. Somit
kann die elektronische Komponente A1 die Bonding-
starke an das Befestigungsziel verbessern. Wie aus
Fig. 24 ferner hervorgeht, ist in der Draufsicht ein
Abschnitt des leitfahigen Bondingmaterials 91 aul3er-
halb der elektronischen Komponente A1 gebildet.
Dies erleichtert die Sichtprifung des Haftzustands
des leitfahigen Bondingmaterials 91 in Bezug auf
die AuRRenelektrode 4A (4B bis 4D). Durch die Sicht-
prifung kann Uberprift werden, ob das leitfahige
Bondingmaterial 91 ordnungsgemal gebildet ist
und ob ein fehlerhafter Bondingzustand vorliegt.
Darlber hinaus simulierte der vorliegende Erfinder
die Von-Mises-Spannung, wenn eine Last von einer
Seite der elektronischen Komponente ausgetbt wird,
und zwar in dem Fall, in dem die AuRenelektrode 4A
(4B bis 4D) den Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 42 aufweist, und in dem Fall, in dem die
AuBenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht aufweist. Infolge
der Simulation wurde die Von-Mises-Spannung ver-
ringert, wenn die Aul3enelektrode 4A (4B bis 4D) den
Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt 42 ein-
schloss, im Vergleich zu der Situation, in der die
AuBenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht einschloss. Mit
anderen Worten kann die elektronische Komponente
A1 die darauf ausgelibte Spannung verringern und
die Stabilitit des Bondingzustands verbessern,
wenn die Aullenelektrode 4A (4B bis 4D) mit dem
Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt 42 verse-
hen ist. Somit kann die elektronische Komponente
A1 besser an das Befestigungsziel gebondet wer-
den, wenn die Aullenelektrode 4A (4B bis 4D) mit
dem Seitenoberflaichen-Abdeckungsabschnitt 42
versehen ist, als wenn die AuRRenelektrode 4A (4B
bis 4D) nicht mit dem Seitenoberflachen-Abde-
ckungsabschnitt 42 versehen ist. Dartber hinaus ist
es gemal dem Herstellungsverfahren der vorliegen-
den Offenbarung mdglich, die elektronische Kompo-
nente A1 herzustellen, die ordnungsgemal an das
Befestigungsziel gebondet werden kann.

[0043] In der elektronischen Komponente A1 weist
das Dichtungsbauteil 2 die erste Isolierschicht 21,
die zweite Isolierschicht 22 und die dritte Isolier-
schicht 23 auf, und der Induktorabschnitt 31 ist in
der zweiten Isolierschicht 22 gebildet. Diese Konfigu-

ration kann verhindern, dass der Induktorabschnitt
31 unbeabsichtigt eine elektrische Verbindung zu
anderen Abschnitten herstellt, selbst wenn der
Induktorabschnitt 31 die zweite Isolierschicht 22 in
der Dickenrichtung z durchdringt. Somit ist es
gemal der elektronischen Komponente A1 mdglich,
eine versehentliche elektrische Verbindung des
Induktorabschnitts 31 zu verhindern und gleichzeitig
den Q-Faktor zu erhéhen, indem die Abmessung des
Induktorabschnitts 31 in der Dickenrichtung z ver-
gréRert wird.

[0044] Im Folgenden werden weitere Ausfihrungs-
formen und Variationen der elektronischen Kompo-
nente der vorliegenden Offenbarung beschrieben.
Die Konfigurationen der Elemente in jeder der Aus-
fuhrungsformen und Variationen kdnnen beliebig
kombiniert werden, solange die Kombination keine
technischen Widerspriiche verursacht.

[0045] Fig. 25 stellt eine elektronische Komponente
A2 gemal} einer zweiten Ausflihrungsform dar. Die
elektronische Komponente A2 unterscheidet sich
von der elektronischen Komponente A1 in dem fol-
genden Punkt. Wie aus Fig. 25 ersichtlich, liegen
die ersten Seitenoberflachen 213 bis 216 der ersten
Isolierschicht 21 in der Draufsicht jeweils innerhalb
der zweiten Seitenoberflachen 223 bis 226 der zwei-
ten Isolierschicht 22.

[0046] Aufgrund der oben beschriebenen Konfigura-
tion weist das Dichtungsbauteil 2 der elektronischen
Komponente A2 an jeder der ersten Seitenoberfla-
chen 213 bis 216 der ersten Isolierschicht 21 und
jeder der zweiten Seitenoberflachen 223 bis 226
der zweiten Isolierschicht 22 eine Stufe auf. Somit
weist auch der Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt 42 jeder der AuRenelektroden 4A bis 4D
eine Stufe auf.

[0047] Das Herstellungsverfahren der elektron-
ischen Komponente A2 unterscheidet sich von dem
der elektronischen Komponente A1 im Schritt der Bil-
dung des sekundaren Verdrahtungsabschnitts und
im Schritt der Bildung des Induktorabschnitts sowie
auch im Schritt der Resistbildung. Fig. 26 und 27 zei-
gen jeweils einen Schritt des Herstellungsverfahrens
fur die elektronische Komponente A2. Fig. 26 ist eine
Querschnittsansicht, die einen Schritt zur Bildung
eines sekundaren Verdrahtungsabschnitts und
einen Schritt zur Bildung eines Induktorabschnitts
im Herstellungsverfahren der elektronischen Kompo-
nente A2 zeigt. Fig. 27 ist eine Querschnittsansicht,
die einen Resistbildungsschritt, einen Schritt zur Bil-
dung eines tertidren Verdrahtungsabschnitts und
einen Schritt zur Bildung einer Aul3enelektrode im
Herstellungsverfahren der elektronischen Kompo-
nente A2 zeigt.
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[0048] Wie in Fig. 26 gezeigt, wird im Schritt zur Bil-
dung des sekundéaren Verdrahtungsabschnitts und
im Schritt zur Bildung des Induktorabschnitts im Her-
stellungsverfahren der elektronischen Komponente
A2 ein Resist 891 gebildet, bevor die im Schritt zur
Bildung der sekundaren lIsolierschicht gebildeten
Strukturen 821 und 822 mit einer Kupferplattierung
geflllt werden. Dann wird beim Aufgielen der Kup-
ferplattierung ein Abschnitt des Seitenoberflachen-
Abdeckungsabschnitts 42 jeder der AuRenelektro-
den 4A bis 4D (ein partieller Abdeckungsabschnitt
421, der einen Abschnitt jeder der zweiten Seiten-
oberflachen 223 bis 226 der zweiten Isolierschicht
22 abdeckt) gebildet.

[0049] Wie in Fig. 27 gezeigt, wird im Resistbil-
dungsschritt im Herstellungsverfahren der elektron-
ischen Komponente A2 der Resist 89 so gebildet,
dass zumindest ein Abschnitt des teilweisen Abde-
ckungsabschnitts 421 freiliegt. Dann kénnen Pro-
zesse ahnlich denen im Schritt zur Bildung des tertia-
ren Verdrahtungsabschnitts und im Schritt zur
Bildung der AuRenelektrode im Herstellungsverfah-
ren der elektronischen Komponente A1 ausgefuhrt
werden, um eine Stufe auf dem Seitenoberflachen-
Abdeckungsabschnitt 42 zu bilden.

[0050] Die elektronische Komponente A2 ist der
elektronischen Komponente A1 darin ahnlich, dass
die Aulenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 aufweist. Somit
kann die elektronische Komponente A2 besser an
das Befestigungsziel gebondet werden, als wenn
die AulRenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht aufweist.
Dariliber hinaus weist die elektronische Komponente
A2 an dem Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt
42 jeder der AuRenelektroden 4A bis 4D eine Stufe
auf, die es dem leitfahigen Bondingmaterial 91
ermoglicht, leicht eine Rundung zu bilden, wenn die
elektronische Komponente A2 auf der Leiterplatte 90
montiert wird. Dementsprechend vereinfacht die
elektronische Komponente A2 die Sichtprifung
noch mehr.

[0051] Fig. 28 stellt eine elektronische Komponente
A3 gemal einer dritten Ausfiihrungsform dar. Die
elektronische Komponente A3 unterscheidet sich
von der elektronischen Komponente A1 dadurch,
dass jede der Aulienelektroden 4A bis 4D mit einer
Mulde 43 versehen ist.

[0052] Wie aus Fig. 28 ersichtlich ist, handelt es sich
bei der Mulde 43 in der Draufsicht um eine halbkreis-
formige Einbuchtung. Die elektronische Komponente
A3 wird durch geeignetes Modifizieren der Form
eines lichtempfindlichen Harzes (eines Trockenfilm-
resists) in jedem der Schritte zur Bildung der prima-
ren bis tertiéren Isolierschicht und durch Andern der
Form eines Resists (z. B. eines Resists 89 oder 891)

in jedem der Schritte zur Bildung der primaren bis
tertidren Verdrahtungsabschnitte und im Resistbil-
dungsschritt und durch zusatzliches Anordnen gebil-
det.

[0053] Die elektronische Komponente A3 ist der
elektronischen Komponente A1 darin ahnlich, dass
die AuBenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 aufweist. Somit
kann die elektronische Komponente A3 besser an
das Befestigungsziel gebondet werden, als wenn
die AuRenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht aufweist.
Daruber hinaus weist die elektronische Komponente
A3 aufgrund der Mulden 43 einen ahnlichen Vorteil
wie die elektronische Komponente A2 auf, da diese
es dem leitfahigen Bondingmaterial 91 ermdglichen,
leicht eine Rundung zu bilden, wenn die elektroni-
sche Komponente A3 auf der Leiterplatte 90 befestigt
wird. Dementsprechend ist auch bei der elektron-
ischen Komponente A3, wie bei der elektronischen
Komponente A2, eine Sichtprifung noch einfacher.

[0054] Fig. 29 stellt eine elektronische Komponente
A4 gemal einer vierten Ausfihrungsform dar. Die
elektronische Komponente A4 unterscheidet sich
von der elektronischen Komponente A1 dadurch,
dass das Dichtungsbauteil 2 einschichtig, namlich
mit der ersten Isolierschicht 21 gebildet ist.

[0055] Da das Dichtungsbauteil 2 der elektron-
ischen Komponente A4 aus einer einzigen Schicht,
namlich der ersten Isolierschicht 21, zusammenge-
setztist, ist der Induktorabschnitt 31 in der ersten Iso-
lierschicht 21 gebildet, wie in Fig. 29 gezeigt. Im ver-
anschaulichten Beispiel durchdringt der
Induktorabschnitt 31 die erste Isolierschicht 21 in
der Dickenrichtung z nicht. Dadurch kann eine unbe-
absichtigte elektrische Verbindung zwischen dem
Induktorabschnitt 31 und dem Kondensatorabschnitt
32 verhindert werden. Bei der Konfiguration, bei der
der Induktorabschnitt 31 die erste Isolierschicht 21 in
der Dickenrichtung z nicht durchdringt, ist jedoch die
Abmessung des Induktorabschnitts 31 in der Dicken-
richtung z verringert, und dies kann zu einer Verrin-
gerung des Q-Faktors des Induktorabschnitts 31 fiih-
ren. Um eine Abnahme des Q-Faktors des
Induktorabschnitts 31 zu unterdriicken und eine
unbeabsichtigte elektrische Verbindung zwischen
dem Induktorabschnitt 31 und dem Kondensatorab-
schnitt 32 zu verhindern, ist es daher vorzuziehen,
dass das Dichtungsbauteil 2 mehrere Isolierschich-
ten aufweist und dass der Induktorabschnitt 31 in
einer der Isolierschichten gebildet ist und diese
durchdringt. Abweichend vom veranschaulichten
Beispiel kann der Induktorabschnitt 31 die erste Iso-
lierschicht 21 in der Dickenrichtung z durchdringen.

[0056] Die elektronische Komponente A4 ist der
elektronischen Komponente A1 darin ahnlich, dass
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die Aulenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 aufweist. Somit
kann die elektronische Komponente A4 besser an
das Befestigungsziel gebondet werden, als wenn
die Aul3enelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht aufweist. Wie
aus der vorliegenden Ausfuhrungsform hervorgeht,
unterliegt die Anzahl der Isolierschichten des Dich-
tungsbauteils 2 bei der elektronischen Komponente
der vorliegenden Offenbarung keiner besonderen
Beschrankung. Es ist zu beachten, dass eine Erho-
hung der Anzahl der Isolierschichten die Dicke (die
Abmessung in Dickenrichtung z) des Dichtungsbau-
teils in der vorliegenden Offenbarung erhéht, was zu
einer Erhéhung der Dicke der elektronischen Kom-
ponente fihrt. Dementsprechend betragt die Anzahl
der Isolierschichten des Dichtungsbauteils 2 vor-
zugsweise etwa drei bis sieben, um eine GréRenzu-
nahme der elektronischen Komponente zu unterdri-
cken.

[0057] Fig. 30 stellt eine elektronische Komponente
A5 gemal einer funften Ausfiihrungsform dar. Die
elektronische Komponente A5 unterscheidet sich
von der elektronischen Komponente A1 dadurch,
dass sie das Isoliersubstrat 1 nicht aufweist.

[0058] Das Isoliersubstrat 1 kann im Herstellungs-
prozess der elektronischen Komponente A5 abge-
schliffen werden, wodurch das Isoliersubstrat 1 von
der elektronischen Komponente A5 entfernt wird. Es
ist moglich, die Dicke (die Abmessung in Dickenrich-
tung z) des Isoliersubstrats 1 zu reduzieren, anstatt
das Isoliersubstrat 1 zu entfernen, indem das Isolier-
substrat 1 geschliffen wird.

[0059] Die elektronische Komponente A5 ist der
elektronischen Komponente A1 darin ahnlich, dass
die AulRenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 aufweist. Somit
kann die elektronische Komponente A5 besser an
das Befestigungsziel gebondet werden, als wenn
die AulRenelektrode 4A (4B bis 4D) den Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt 42 nicht aufweist.
Dartber hinaus ist die elektronische Komponente
A5 zum Diinnen vorzuziehen, da sie das Isoliersubst-
rat 1 nicht aufweist.

[0060] In der ersten bis fiinften Ausfihrungsform
weist der Funktionsabschnitt 3 jeder der elektron-
ischen Komponenten A1 bis A5 einen Induktorab-
schnitt 31 und einen Kondensatorabschnitt 32 auf;
er kann jedoch auch so konfiguriert sein, dass er
nur den Induktorabschnitt 31 oder den Kondensator-
abschnitt 32 aufweist. Ferner kann der Funktionsab-
schnitt 3 jeder der elektronischen Komponenten A1
bis A5 eines von oder eine Kombination ausgewahlt
aus beispielsweise einem Induktor, einem Konden-
sator, einem Transistor, einem Widerstand und
einer Diode aufweisen.

[0061] Die elektronische Komponente und deren
Herstellungsverfahren gemafl der vorliegenden
Offenbarung sind nicht auf die in den obigen Ausfih-
rungsformen beschriebenen beschrankt. An den
spezifischen Konfigurationen der Elemente der elekt-
ronischen Komponente gemaly der vorliegenden
Offenbarung und an den spezifischen Prozessen in
den Schritten des Herstellungsverfahrens gemaf der
vorliegenden Offenbarung kdnnen verschiedene
Designanderungen vorgenommen werden. Die vor-
liegende Offenbarung schlief3t die in den folgenden
Klauseln beschriebenen Ausfihrungsformen ein.

Klausel 1.

[0062] Elektronische Komponente, aufweisend:
einen Funktionsabschnitt;

eine erste Isolierschicht mit einer ersten Vorder-
oberflache, die in einer Dickenrichtung einer
ersten Seite zugewandt ist, und einer ersten
Seitenoberflache, die in einer ersten Richtung,
die die Dickenrichtung schneidet, einer ersten
Seite zugewandt ist;

eine Aullenelektrode, die elektrisch mit dem
Funktionsabschnitt verbunden ist; und

einen Verdrahtungsabschnitt, der den Funk-
tionsabschnitt und die AuBRenelektrode elekt-
risch verbindet,

wobei die AuRRenelektrode einen Vorderoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt, der die erste Vor-
deroberflache abdeckt, und einen Seitenoberf-
lachen-Abdeckungsabschnitt, der die erste
Seitenoberflache abdeckt, aufweist.

Klausel 2.

[0063] Elektronische Komponente nach Klausel 1,
wobei der Funktionsabschnitt einen Induktorab-
schnitt aufweist.

Klausel 3.

[0064] Elektronische Komponente nach Klausel 2,
ferner aufweisend: eine zweite Isolierschicht mit
einer zweiten Vorderoberflache, die der ersten Seite
in Dickenrichtung zugewandt ist, und einer zweiten
Seitenoberflache, die der ersten Seite in der ersten
Richtung zugewandt ist; und

eine dritte Isolierschicht mit einer dritten Vorderober-
flache, die in Dickenrichtung der ersten Seite zuge-
wandt ist,

wobei die erste Isolierschicht auf der zweiten Vorder-
oberflache gestapelt ist, und

die zweite Isolierschicht auf der dritten Vorderober-
flache gestapelt ist.
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Klausel 4.

[0065] Elektronische Komponente nach Klausel 3,
wobei der Induktorabschnitt in der zweiten Isolier-
schicht gebildet ist.

Klausel 5.

[0066] Elektronische Komponente nach Klausel 3
oder 4, wobei sich der Seitenoberflachen-Abde-
ckungsabschnitt von der ersten Seitenoberflache
bis zur zweiten Seitenoberflache erstrecki.

Klausel 6.

[0067] Elektronische Komponente nach einer der
Klauseln 3 bis 5, wobei sich die erste Seitenoberfla-
che in Dickenrichtung betrachtet innerhalb der zwei-
ten Seitenoberflache befindet.

Klausel 7.

[0068] Elektronische Komponente nach einer der
Klauseln 3 bis 6, wobei der Funktionsabschnitt
einen Kondensatorabschnitt einschief3t.

Klausel 8.

[0069] Elektronische Komponente nach Klausel 7,
ferner aufweisend: ein Isoliersubstrat,

wobei das Isoliersubstrat eine Substratvorderoberfla-
che aufweist, die der ersten Seite in der Dickenrich-
tung zugewandt ist, und

die dritte Isolierschicht auf der Substratvorderober-
flache angeordnet ist.

Klausel 9.

[0070] Elektronische Komponente nach Klausel 8,
wobei sich der Kondensatorabschnitt in Dickenrich-
tung zwischen dem lIsoliersubstrat und der dritten
Isolierschicht befindet.

Klausel 10.

[0071] Verfahren zum Herstellen einer elektron-
ischen Komponente, aufweisend:

einen Funktionsabschnitt-Bildungsschritt zum
Bilden eines Funktionsabschnitts;

einen ersten Isolierschicht-Bildungsschritt zum
Bilden einer ersten Isolierschicht, die eine erste
Vorderoberflache, die einer ersten Seite in einer
Dickenrichtung zugewandt ist, und eine erste
Seitenoberflache aufweist, die einer ersten
Seite in einer ersten Richtung zugewandt ist,
die die Dickenrichtung schneidet;

einen  Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt
zum Bilden eines Verdrahtungsabschnitts; und

einen Aullenelektroden-Bildungsschritt zum Bil-
den einer Aulienelektrode, die einen die erste
Vorderoberflache abdeckenden Vorderoberfla-
chenabschnitt und einen die erste Seitenober-
flache abdeckenden Seitenoberflachenab-
schnitt aufweist,

wobei der Verdrahtungsabschnitt einen ersten
Verdrahtungsabschnitt aufweist, der in der ers-
ten Isolierschicht gebildet ist,

jeder des Seitenoberflachen-Abdeckungsab-
schnitts und des ersten Verdrahtungsabschnitts
mit dem Vorderoberflachen-Abdeckungsab-
schnitt verbunden ist, und

der Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt,
der  Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt
und der erste Verdrahtungsabschnitt gemein-
sam im Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt
und im AuRenelektroden-Bildungsschritt gebil-
det werden.

Klausel 11.

[0072] Verfahren nach Klausel 10, ferner aufwei-
send: einen Substratherstellungsschritt zum Herstel-
len eines Isoliersubstrats, das eine Substratvorder-
oberflache aufweist, die der ersten Seite in der
Dickenrichtung zugewandt ist,

wobei der Funktionsabschnitt, die erste Isolierschicht
und der Verdrahtungsabschnitt auf der Substratvor-
deroberflache angeordnet sind.

Klausel 12.

[0073] Verfahren nach Klausel 10 oder 11, ferner
aufweisend: einen zweiten Isolierschicht-Bildungs-
schritt zum Bilden einer zweiten lIsolierschicht, die
eine zweite Vorderoberflache aufweist, die der ersten
Seite in Dickenrichtung zugewandt ist; und

einen dritten Isolierschicht-Bildungsschritt zum Bil-
den einer dritten Isolierschicht, die eine dritte Vorder-
oberflache aufweist, die der ersten Seite in der
Dickenrichtung zugewandt ist,

wobei die zweite Isolierschicht im zweiten Isolier-
schicht-Bildungsschritt auf die dritte Vorderoberfla-
che gestapelt wird, und

die erste Isolierschicht im ersten Isolierschicht-Bil-
dungsschritt auf die zweite Vorderoberflache gesta-
pelt wird.

Klausel 13.

[0074] Verfahren nach Klausel 12, wobei der Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt einen ersten Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden des
ersten Verdrahtungsabschnitts aufweist, und

der erste Verdrahtungsabschnitt die erste Isolier-
schicht in Dickenrichtung durchdringt.
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Klausel 14.

[0075] Verfahren nach Klausel 13, wobei der Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt einen zweiten
Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden
eines zweiten Verdrahtungsabschnitts aufweist, der
die zweite Isolierschicht in der Dickenrichtung durch-
dringt, und

der erste Verdrahtungsabschnitt und der zweite Ver-
drahtungsabschnitt elektrisch miteinander verbun-
den sind.

Klausel 15.

[0076] Verfahren nach Klausel 14, wobei der Funk-
tionsabschnitt einen Induktorabschnitt aufweist, und
der Funktionsabschnitt-Bildungsschritt einen Induk-
torabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden des Indukto-
rabschnitts in der zweiten Isolierschicht aufweist.

Klausel 16.

[0077] Verfahren nach Klausel 14 oder 15, wobei
der Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt einen drit-
ten Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum Bil-
den eines dritten Verdrahtungsabschnitts aufweist,
der die dritte Isolierschicht in der Dickenrichtung
durchdringt, und

der zweite Verdrahtungsabschnitt und der dritte Ver-
drahtungsabschnitt elektrisch miteinander verbun-
den sind.

Klausel 17.

[0078] Verfahren nach einer der Klauseln 12 bis 16,
wobei die erste Isolierschicht, die zweite Isolier-
schicht und die dritte Isolierschicht jeweils aus
einem Trockenfilmresist gebildet werden.

BEZUGSZEICHEN

[0079] A1-A5: Elektronische Komponente 1: Isolier-
substrat 11: Substratvorderoberflache 12: Substrat-
rickoberflache 131-134: Substratseitenoberflache
2: Dichtungsbauteil 21: Erste Isolierschicht 211:
Erste Vorderoberflache 212: Erste Riickoberflache
213-216: Erste Seitenoberflache 22: Zweite Isolier-
schicht 221: Zweite Vorderoberflache 222: Zweite
Rickoberflache 223-226: Zweite Seitenoberflache
23: Dritte Isolierschicht 231: Dritte Vorderoberflache
232: Dritte Rickoberflache 233-236: Dritte Seiten-
oberflache 3: Funktionsabschnitt 31: Induktorab-
schnitt 311: 312: Wicklungsabschnitt 32: Kondensa-
torabschnitt 4A-4D: Aulenelektrode 41:
Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt 42: Seiten-
oberflachen-Abdeckungsabschnitt 421: Partieller
Abdeckungsabschnitt 43: Mulde 5: Verdrahtungsab-
schnitt 51: Erster Verdrahtungsabschnitt 52: Zweiter
Verdrahtungsabschnitt 53: Dritter Verdrahtungsab-

schnitt 81, 821, 822, 83: Struktur 89: 891: Resist 90:
Leiterplatte 91: Leitfahiges Bondingmaterial

Patentanspriiche

1. Elektronische Komponente, aufweisend:
einen Funktionsabschnitt;
eine erste Isolierschicht mit einer ersten Vorderober-
flache, die in einer Dickenrichtung einer ersten Seite
zugewandt ist, und einer ersten Seitenoberflache,
die in einer ersten Richtung, die die Dickenrichtung
schneidet, einer ersten Seite zugewandt ist;
eine Aullenelektrode, die elektrisch mit dem Funk-
tionsabschnitt verbunden ist; und
einen Verdrahtungsabschnitt, der den Funktionsab-
schnitt und die Auf3enelektrode elektrisch verbindet,
wobei die AulRenelektrode einen Vorderoberflachen-
Abdeckungsabschnitt, der die erste Vorderoberfla-
che abdeckt, und einen Seitenoberflachen-Abde-
ckungsabschnitt, der die erste Seitenoberfliche
abdeckt, aufweist.

2. Elektronische Komponente nach Anspruch 1,
wobei der Funktionsabschnitt einen Induktorab-
schnitt aufweist.

3. Elektronische Komponente nach Anspruch 2,
ferner aufweisend:
eine zweite Isolierschicht mit einer zweiten Vorder-
oberflache, die der ersten Seite in Dickenrichtung
zugewandt ist, und einer zweiten Seitenoberflache,
die der ersten Seite in der ersten Richtung zuge-
wandt ist; und
eine dritte Isolierschicht mit einer dritten Vorderober-
flache, die in Dickenrichtung der ersten Seite zuge-
wandt ist,
wobei die erste Isolierschicht auf der zweiten Vor-
deroberflache gestapelt ist, und
die zweite Isolierschicht auf der dritten Vorderober-
flache gestapelt ist.

4. Elektronische Komponente nach Anspruch 3,
wobei der Induktorabschnitt in der zweiten Isolier-
schicht gebildet ist.

5. Elektronische Komponente nach Anspruch 3
oder 4, wobei sich der Seitenoberflachen-Abde-
ckungsabschnitt von der ersten Seitenoberflache
bis zur zweiten Seitenoberflache erstreckt.

6. Elektronische Komponente nach einem der
Anspriiche 3 bis 5, wobei sich die erste Seitenober-
flache in Dickenrichtung betrachtet innerhalb der
zweiten Seitenoberflache befindet.

7. Elektronische Komponente nach einem der
Anspriche 3 bis 6, wobei der Funktionsabschnitt
einen Kondensatorabschnitt einschieft.
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8. Elektronische Komponente nach Anspruch 7,
ferner aufweisend: ein Isoliersubstrat,
wobei das Isoliersubstrat eine Substratvorderober-
flache aufweist, die der ersten Seite in der Dicken-
richtung zugewandt ist, und
die dritte Isolierschicht auf der Substratvorderober-
flache angeordnet ist.

9. Elektronische Komponente nach Anspruch 8,
wobei sich der Kondensatorabschnitt in Dickenrich-
tung zwischen dem Isoliersubstrat und der dritten
Isolierschicht befindet.

10. Verfahren zum Herstellen einer elektron-
ischen Komponente, aufweisend:
einen Funktionsabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden
eines Funktionsabschnitts;
einen ersten Isolierschicht-Bildungsschritt zum Bil-
den einer ersten Isolierschicht, die eine erste Vor-
deroberflache, die einer ersten Seite in einer
Dickenrichtung zugewandt ist, und eine erste Sei-
tenoberflache aufweist, die einer ersten Seite in
einer ersten Richtung zugewandt ist, die die Dicken-
richtung schneidet;
einen Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum
Bilden eines Verdrahtungsabschnitts; und
einen AufRenelektroden-Bildungsschritt zum Bilden
einer Aulienelektrode, die einen Vorderoberfla-
chen-Abdeckungsabschnitt, der die erste Vorder-
oberflache abdeckt, und einen Seitenoberflachen-
Abdeckungsabschnitt, der die erste Seitenoberfla-
che abdeckt, aufweist,
wobei der Verdrahtungsabschnitt einen ersten Ver-
drahtungsabschnitt aufweist, der in der ersten Iso-
lierschicht gebildet ist,
jeder des Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitts
und des ersten Verdrahtungsabschnitts mit dem
Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt verbunden
ist, und
der Vorderoberflachen-Abdeckungsabschnitt, der
Seitenoberflachen-Abdeckungsabschnitt und der
erste Verdrahtungsabschnitt gemeinsam im Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt und im Auflen-
elektroden-Bildungsschritt gebildet werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, ferner aufwei-
send:
einen Substratherstellungsschritt zum Herstellen
eines Isoliersubstrats, das eine Substratvorderober-
flache aufweist, die der ersten Seite in der Dicken-
richtung zugewandt ist,
wobei der Funktionsabschnitt, die erste Isolier-
schicht und der Verdrahtungsabschnitt auf der Sub-
stratvorderoberflache angeordnet sind.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, ferner
aufweisend:
einen zweiten Isolierschicht-Bildungsschritt zum Bil-
den einer zweiten Isolierschicht, die eine zweite Vor-
deroberflache aufweist, die der ersten Seite in

Dickenrichtung zugewandt ist; und

einen dritten Isolierschicht-Bildungsschritt zum Bil-
den einer dritten Isolierschicht, die eine dritte Vor-
deroberflache aufweist, die der ersten Seite in der
Dickenrichtung zugewandt ist,

wobei die zweite Isolierschicht im zweiten Isolier-
schicht-Bildungsschritt auf die dritte Vorderoberfla-
che gestapelt wird, und

die erste Isolierschicht im ersten Isolierschicht-Bil-
dungsschritt auf die zweite Vorderoberflache gesta-
pelt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei der Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt einen ersten Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden des
ersten Verdrahtungsabschnitts aufweist und der
erste Verdrahtungsabschnitt die erste Isolierschicht
in Dickenrichtung durchdringt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Ver-
drahtungsabschnitt-Bildungsschritt einen zweiten
Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden
eines zweiten Verdrahtungsabschnitts aufweist, der
die zweite Isolierschicht in der Dickenrichtung
durchdringt und der erste Verdrahtungsabschnitt
und der zweite Verdrahtungsabschnitt elektrisch mit-
einander verbunden sind.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der
Funktionsabschnitt einen Induktorabschnitt aufweist
und der Funktionsabschnitt-Bildungsschritt einen
Induktorabschnitt-Bildungsschritt zum Bilden des
Induktorabschnitts in der zweiten Isolierschicht auf-
weist.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, wobei
der Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt einen
dritten Verdrahtungsabschnitt-Bildungsschritt zum
Bilden eines dritten Verdrahtungsabschnitts auf-
weist, der die dritte Isolierschicht in der Dickenrich-
tung durchdringt, und der zweite Verdrahtungsab-
schnitt und der dritte Verdrahtungsabschnitt
elektrisch miteinander verbunden sind.

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis
16, wobei die erste Isolierschicht, die zweite Isolier-
schicht und die dritte Isolierschicht jeweils aus
einem Trockenfilmresist gebildet werden.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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